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(54) Aufldten von Halbleiterchips 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum posrti- 
onsgenauen Auflfiten von flflchrgen Halbleiterchips (1) 
auf ein Substrat (20), bei dem ein Vakuum (V2) in einem 
LOtraum (30) ein Oberteil (3) gegenOber einem Unterteil 
(4) relativbewegt und die an dem Oberteil (3) seitensta- 
bil gehaltenen - eines Oder mehrere - Chips (1) in das 
erwarmte Lot (9, 1 0) hineindrOckt sowie eine Einrichtung 
zum DurchfOhren dieses Verfahrens. Ferner wird Lot- 



material zur Anbringung von groBen Halbleiterchips, 
insbesondere Leistungshalbleitern (1), berertgestellt, 
mit einem bei einer Schmelztemperatur flOssig werden- 
den LOtbestandteil (9) und einer Vielzahl von KOrnern 
(10), die gegenOber dem LOtmaterial resistent sind und 
eine Schmelztemperatur haben, die hOher liegt, als die 
Schmelztemperatur des Lotbestandteils (9). 
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Beschreibung 

Das technische Gebiet der Erf indung sind LOtver- 
fahren zur Befestigung von insbesondere groRflachigen 
Halbleiterchips (z.B. Leistungshalblertern) auf Substra- 5 
ten, wie in der DE-A 44 17 285 (Finetech) beschrieben. 

Durch Benutzung der Offentlichkeit zuganglich 
gewordene Verfahren zum LOten Oder Anbringen von 
Leistungshalblertern sind: 

1. Reflowktten mit Lotpaste und aggressiven FluB- 
mitteln, ggf. auch erganzt durch Silber- oder Kup- 
ferpartikel, die in EP-A 110 307 (Burroughs) gemaB 
dortiger Seite 10, Zeilen 1 bis 20 bei hOherer Tem- 
peratur geschmolzen werden, um eine nachtrSgli- 
Che Metalllsierung der Kontaktf lachen beim Loten 
zu ermOglichen. 

2. Bilden einer eutektischen Bondverbindung 
unter Vakuum EP-A 361 715 (UCLA), wobei die 
Bondverbindung nur eine Schichtdicke von weniger 
als 10 iim aufweist. Als Verbindungspartner werden 
ein Siliziumchip und ein Siliziumsubstrat vorgese- 
hen, zwischen beiden wird eine dunne Goldschicht 
eingefugt und mit hohem Druck unter Vakuum 
gepreBt, wobei zusatzlich eine Erwarmung auf 
etwa 400°C vorgesehen wird (vgl. dort Seite 3, Zei- 
len 28 bis 33. Seite 4, Zeilen 1 1 bis 14 und 20 bis 22 
sowie dortige Anspruche 3 und 8). 

3. BloBes Einsetzen der Chips in ein flussiges Lot. 

GroGflachige Halbleiterchips (Leistungshalbleiter) 
mQssen gut gekQhlt werden. Hierzu werden sie in 
metallische Gehause, auf Leiterplatten mit metalli- 
schem Kern, Dickschichtschaltungen auf keramischen 
Substraten oder DCB (Direct Copper Bonding) Substra- 
ten geiOtet. Die Hauptschwierigkeit beim LGten von gro- 
Ben Halbleltern (Kantenlange grOBer 4mm) ist es, die 
Lfltung lunkerfrei und mrt definierter Schichtdicke des 
Lotes auszufOhren und eine - durch das beim Schwim- 
men der Chips auf dem Lot beeinf luBte - Posftionsge- 
nauldkett zu erreichen, mit der erst eine hohe 
Packungsdichte mOglich ist. In einem integrterten Fre- 
quenzumrichter bef inden sich heute auf einem Substrat 
zwischen 18 und ca. 100 Leistungshalbleiter. Die Quali- 
tat des LOtverfahrens und dessen Reproduzierbarkeit 
sind damit von groBer Bedeutung for die Qualitat des 
Produktes. Auch schon geringe Lunkeranteile kOnnen 
die Gesanrrtschaltung mit einem hohen Wert unbrauch- 
bar, zumindest aber storanfallig machen. 

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, die Posrtio- 
niergenauigkeit der Chips beim LOten deutlich zu erhO- 
hen. Das wird gemaB Anspruch 1 oder Anspruch 10 
erreicht. 

Die Sicherhe'rt und Genauigkeit des LOtprozesses 
wird erfindungsgemaB dadurch verbessert, daB der 
Lfltvorgang im Vakuum in das f lussige Lot hinein eriolgt 
und die Chips seitenstabil gehalten und durch das sich 
aufbauende Vakuum auf den zu letenden Trager (das 
Substrat) gedrQckt werden (Anspruch 1). Das Verfahren 



ermdglicht sichere lunkerfreie LOtung auch von Sub- 
straten mit vielen Chips. Die Chips "schwimmen" nicht 
mehr auf dem Lot. Das Verfahren laBt sich leicht auto- 
matisieren, da keine Batchprozesse erforderlich sind, 
und kann leicht in Bestuckungs- und Bondeinrichtungen 
integriert werden. Die Zykluszeiten sind kurz. 

Die Schichtdickeneinstellung des Lotes erfolgt 
durch im Lot befindliche Kugeln mit einer Schmelztem- 
peratur, die hOher als die LOttemperatur ist (Anspruch 
1 4). Durch erzwungene sehr schnelle KQhlung kann die 
Kornbildung und damit die ZyWenfestigkeit beim Erstar- 
ren des Lotes verbessert werden (Anspruch 5). 

Eine Vorrichtung zum AusfOhren des vorgenannten 
Vertahrens (Anspruch 10) besteht aus einem Oberteil 
(als Deckel ausgestaitet) mrt einer seitenstabil en Auf- 
nahme for die Chips in ihrer Bestuckposition, einem 
Urrterteil (als Heizplatte gestaltet). wenigstens einem 
VakuumanschluB, einem GasanschluB zum KOhlen und 
einem flexiblen Dichtungssystem zwischen Oberteil und 
Urrterteil, welches temperaturstabil und elastisch ist, um 
eine Relativbewegung von Oberteil und Heizplatte zu 
erlauben. Ein weiterer GasanschluB zum Fluten mit 
Schutzgas kann vorgesehen sein (Anspruch 13). 

Die GrOBe des L&traums ist gering (Anspruch 12). 
In Lateralrichtung werden die Chips von Saugern oder 
einer Lochmatte unter Vakuum und seitlich gefuhrt 
gehalten (Anspruch 1 1). 

Anwendungsgebiete der Erfindung liegen beim 
Auf loten von LeistungshaJbleitern und groBen Chips mit 
hoher Verlustleistung, insbesondere bei Multi-Chip- 
Systemen. Die Substrate werden allgemein auch mit 
"Leiterplatte" bezeichnet. 

VakuumlOtverfahren gem. der eingangs erwahnten 
Ziffer 2 erfolgen im Batchbetrieb. Die LOtzeiten sind 
sehr lang. Die Ergebnisse bezuglich der Lotschichtdik- 
ken sind ungenau und nicht sicher reproduzierbar. Die 
Chips schwimmen auf dem Lot, was die Positionierge- 
nauigkeit reduziert. Mit der Erfindung wird dagegen 
sowohl die ProzeB-Stabilitat erhOht, wie auch die Kon- 
stanz der Eigenschaften der LOtung deutlich verbes- 
sert. Als Nebeneffekt ergibt sich ein geringerer 
Energieverbrauch gegenuber ublichen LOtmaschinen, 
trotz deutlich reduzierter Prozesszeit. Die Erfindung 
ermOglicht auch eine Einhattung einer Vielzahl von 
Parametern, wie der Bestandteile und die Mischung der 
Pasten, das Aufbringen der Lotpaste und die Tempera- 
turproftle der Oberf lachen. 

Die Schichtdicke des Lotes kann durch in der f lussi- 
gen Phase des Lotes feste Bestandteile definierter 
GrdBe garantiert werden (Anspruch 14). Solche 
Bestandteile kOnnen zum Beispiel Kupferkugelchen, 
wie sie in Sinterprozessen verwendet werden, sein. 
Auch Siliziumkugeln eignen sich wegen der angepas- 
sten Ausdehnung gegenuber dem Lotpartner gut. 
Hierzu werden in das Lot geringe Prozente von 
"Abstandshartern" (z.B. Kupferkugeln) eingebunden. 
Um eine gleichmaBige Schichtdicke zu erhalten, sollen 
wenigstens drei feste "Abstandsharter" unter jedem zu 
lOtenden Chip sein. Die obere Grenze ist dadurch 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



2 



1 1/14/2007, EAST Version: 2.1.0.14 



EP 0 795 891 A2 



bestimmt, daft das Lot sich zu einer Schicht mit nur 
einer Lage "Abstandshatter" zusammenpressen lassen 
muB. Gunstige Verhartnisse sind 10% bis 20% teste 
Bestandteile im Lot (Anspruch 17). Die Eigenschaften 
des Lotes konnen zudem durch das Beimengen geeig- 
neter Materialien positiv eingestellt werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand mehrerer 
AusfOhrungsbetspIele erlautert und erganzt. 

FiguM schemattsiert den Ausgangspunkt eines 
Lotvorgangs zwischen einem Chip 1 und 
einem Substrat 20 mit einer entspanrtten 
Dichtung 11 an einem Gehause 3,4. Das 
Lotmaterial 9 beinhaltet kugelformige 
Abstandshalter 10. 

Figur 2 verdeutlicht die Abwartsbewegung x 1 des 
Oberteiis 3 des Gehauses, das Absenken 
des seitenstabil gehartenen Chips 1 und die 
Kompression der Dichtung 11, bis die 
Abstandskugeln 10 die Abwartsbewegung 
begrenzen und die Lage des Chips 1 fest 
liegt (Lotphase). 

Rgur3 veranschaulicht das Aufwartsbewegen x 2 
des Chips 1 mit gelotetem Substrat 20 und 
die KQhlung 5 unter dem Substrat, bei sich 
errtspannender Dichtung 11. Die Lage und 
der Abstand des Chips 1 von dem Substrat 
20 Weibt unverandert. 

Der LOt-ProzeB beginnt in Figur 1 mit dem Einset- 
zen einer Leiterkarte 20 auf die Heizpiatte 4. Dort wird 
di£ Leiterkarte fest angebracht, so daB gute Warmelei- 
tung ermoglicht ist. Auf der Leiterkarte 20 ist das Lot 9 
mrt nichtschmelzenden Teilchen 10 mittets Siebdruck 
Oder Preforms aufgebracht. Die Heizpiatte 4 bringt die 
Leiterkarte 20 je nach Basismaterial in einigen Sekun- 
den bis zu einigen 10 Sekunden auf Lottemperatur. 
Wahrend dieser Zeit kann zur Reduzierung der Oxida- 
tion Schutzgas in die Kammer 30 zwischen Oberteil 3 
und Unterteil 4 eingeblasen werden. Das sehr geringe 
Volumen laBt es zu, mit geringen Gasvolumina geringe 
Restsauerstoffgehalte zu erzielen. 

Ob Schutzgas eingesetzt werden muB, hangt von 
den Lottemperaturen und den Oberflachen der LOtpart- 
ner ab. Die kurzen Lotprozesszeiten, die mrt dem Ver- 
fahren mOglich sind (ca. 60sec gegenQber I800sec im 
Stand der Technik) reduzieren schon die Gefahr der 
Oxidation ganz wesentlich. In vielen Fallen kann daher 
eine Schutzgasatmosphare sogar errtfallen, was die 
Wirtschaftlichkert des Prozesses weiter verbessert 

Im zweiten Prozesschritt gemaB Rgur 2 wird durch 
das Einschalten des Vakuums V der Deckel 3 mit den 
Chips 1 langsam auf die inzwischen mit flussigem Lot 
benetzte Leiterkarte 20 gedruckt. Die durch temperatur- 
feste Siliconsauger 2b gehattenen und in Vertikalrich- 
tung leicht elastisch oder federnd an den Deckel 
gebundenen Chips 1 werden durch das entstehende 



Vakuum auf die Leiterpiatte 20 gedrOckt. Das gesteu- 
erte Vakuum sorgt fur ein langsames lunkerfreies Auf- 
setzen der Chips 1 mit durch die beschriebenen 
"Abstandshalter" 10 garantiertem Abstand von dem 

5 Substrat 20. Die Chips werden durch den Deckel per- 
manent seitlich gefuhrt und gehalten und konnen daher 
auch nicht wegschwimmen. Die Positioniergenauigkeit 
wird verbessert. 

Im fblgenden, dritten ProzeBschritt gemaB Rgur 3 

10 wird das noch f IQssige Lot 9 durch Einblasen von kaltem 
Gas B in sehr kurzer Zeit (mOglichst unter 10 sec) unter 
die Erstarrungstemperatur abgekuhlt. Neben dem Vor- 
teil der hierdurch verbesserten GefQgeeigenschaften 
ergibt sich eine sehr kurze Prozesszeit durch das Gas- 

is polster 5, das sich unter dem Chip und dem Substrat 
1 ,20 bildet und dies kuhlend anhebt. 

Der Deckel 3 hat eine Aufnahmevorrichtung 2 fur 
zumindest einen, bevorzugt aber viele Chips 1 in den 
BestOckpositionen (z. B. Siliconmatte mit Lochern 2c 

20 oder kleine Sauger mit Innenkanal 2c). Die Heizpiatte 4 
mit wenigstens einer Offnung 4c zum Einblasen des 
Kuhlmediums und eine Vomchtung zum Aufsetzen des 
Deckels 3 und zur Bestuckung der Heizpiatte mit der 
"Leiterkarte" 20 sind erganzend vorgesehen. Letztere 

25 Vorrichtung kann eine Handhabungseinrichtung, z. B. 
ein Scara Roboter, sein, der die nOtigen Handhabungen 
ausfuhrt. 

Ein typischer Prozessablauf in einem Fertigungs- 
prozeB zur Herstellung von Substraten mit gelOteten 
30 Leistungshalbleitern ist: 

1. Einsetzen der Leiterpiatte 20 auf die Heizpiatte 
(ca. 250°C). 

2. Ansaugen der Leistungshalbleiter 1 uber 
35 Vakuum V1 aus einem Bestucknest mit dem "Dek- 

kel" als Oberteil 3 und seitenstabil e Halterungen 
der mehreren Chips 1. wobei sie in Vertikalrichtung 
elastisch oder federnd nachgiebig positioniert sind, 
z. B. Ober eine Siliconmatte oder einzelne (individu- 
40 elle) Sauger 2. 

3. Aufsetzen des Deckels 3 Ober der Leiterpiatte 
(mechanisch zentriert), urn einen umfanglich abge- 
dichteten Vakuumraum 30 zu bilden. 

4. Mit Schutzgas spulen. 

45 5. Vakuum V2 einschalten nach Erreichen der 
Schmelztemperatur des Lotes 9 und Evakuieren 
des Vakuumraums 30 (LOtraum). 

6. Deckel mit Chips wird durch das Vakuum V2 zwi- 
schen der Heizpiatte 4 und dem Deckel 3 seitlich 

so unverruckbar gefuhrt und abgesenkt in das f lussige 
Lot. Keine seitliche Verruckung der Chips tritt beim 
vakuum-forcierten Ansaugen des Deckelteils auf, 
allenfalls beim Aufdrucken des Chips 1 tritt eine ela- 
stische Komponente in Bewegungsrichtung hinzu, 

55 die die Chips 1 gegen die Kornbestandteile 10 im 
Lot 9 druckt und damrt groBflachig fur einen gleich- 
maBigen Abstand ohne Beschadigung des HalWei- 
terchips 1 sorgt. 

7. Loten. 
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8. Kaltes Gas B urrter die Leiterkarte blasen und 
damrt die Leiterkarte auf einem Gaspolster 5 
abkuhlen. Gleichzeitig wird das Vakuum V2 im 
LOtraum 30 kontinuierlich beendet und der Deckel 3 
mit seinen Seitenwanden 3a,3b entfernt sich 
ebenso kontinuierlich von der Heizplatte 4 in eine 
Endlage, die er vor Einschalten des Vakuums ein- 
genommen hatte. Dabei werden die Chips 1 mil 
dem angelOteten Substrat 20 mitgenommen. Auch 
das Substrat hebt also von der Heizplatte 4 ab. 

9. Deckel mit geloteter Leiterkarte 20 abnehmen 
und Leistungshalbleiter mit Leiterkarte (Substrat) 
20 freigeben. 

In konstruktiver Natur ist der Deckel 3 in den Figu- 
ren als Haube gezeichnet mit einem mittieren Deckelab- 
schnitt 3a und Seiten-Flanschabschnitten 3b, die Qber 
eine umlaufende elastische Dichtung 11, die tempera- 
turstabil ist, mit der Heizplatte 4 abdichtend in Verbin- 
dung steht. Durch die elastische Dichtiippe 1 1 ist eine 
BewegungsmOglichkeit des Deckels 3 gegeben. Er 
kann sich, veranlaBt durch das Vakuum im LOtraum 30, 
aufwarts und abwarts bewegen, was zum Eindrucken 
des Leistungschips 1 in das Lot 9 mrt seinen Kugelchen 
10 eingesetzt wird und dem Abheben von gelOteten 
Chips mit Leiterkarte dienen kann. 

Das Chip 1 ist in Figur 1 Qber einen Einzelsauger 2 
gehalten, noch oberhalb dem dort schon erwarmten Lot 
9. Der Einzelsauger 2 besteht aus einem zylindrischen 
Abschnitt, durch den ein Mittenkanal 2c hindurchfuhrt, 
der in einen erweiterten Saugraum 2a mundet, Qber 
den das Chip 1 angesaugt wird. Eine umlaufende Greif- 
Waue, die abdichtend mit dem Chip in Verbindung steht, 
ist an die Abmessung des Chips 1 angepaBt. Diese 
Grerfklaue 2b hat im wesentlichen konische Gestalt und 
ist sehr flach verlaufend ausgebildet. Der erwahnte 
Kanal 2c im zylindrischen Rumpf mflndet in einen 
Durchtrrtt 3c am Deckelteil, so daB von auBen das 
Vakuum V1 zum Halten der Chips 1 aufgebracht und 
gelOst werden kann. 

Figur 2 veranschaulicht das HereindrQcken des 
Leistungs-Halbleiters 1 in das flussige Lot, wobei die 
Abstandshalter 10 als Kugein den definierten Abstand 
des Halblerters 1 von dem Substrat 20 festlegen. Der 
Einzelhalter 2 begrundet eine seitenstabile Positionie- 
rung des Chips 1, er kann leicht nachgiebig in Vertikal- 
richtung gehalten sein, sei es durch eine Federlagerung 
Oder durch Unterlegen von Siliconmatten oder - schei- 
ben zwischen seinem zylindrischen Rumpf und dem 
Deckel 3a. 

In der Figur 2 ist die Abwartsbewegung des Dek- 
kels mit x 1 angedeutet. Der Dichtungsrichtung 1 1 ist 
komprimiert gegenuber der Rgur 1 , gleichzeitig aber 
abdichtend. Der LOtraum 30 steht unter Vakuum V2. 
Erst durch LOsen dieses Vakuums gemaB Figur 3 hebt 
sich der Deckel 3 wieder an, was durch die Bewegungs- 
richtung x 2 angedeutet ist. 

Beide Bewegungen sind reine Axial-Bewegungen. 
Zusammen mit dem seitlich stabilen Halten der Chips 



an dem Oberteil wird ein genau gefuhrtes Eindrucken 
des Chips 1 in das Lot 9, 10 erreicht, mit dem ein 
"Schwimmen" vermieden werden kann. 

Das einstrOmende Gas B durch ein im Bodenbe- 

5 reich (in der Heizplatte 4) vorgesehenen Kanal 4c 
erlaubt eine gleichmaBige und sichere Kuhlung des 
Chips 1 uber das Substrat 20. Das Substrat 20 schwebt 
dabei auf einem Gaspolster. ist aber gleichzeitig gehal- 
ten von dem Halter 2, Qber das erstarrende Lot 9. Die 

10 Zufuhr des KOhlgases B ist gleichzeitig das Aufheben 
des Vakuums V2, wahrend das Vakuum V zur Hafte- 
rung des Chips 1 mit nun daran angeiOtetem Substrat 
20 erhalten bleibt, bis die Kuhrwirkung des Gases B 
ausreichend war, urn das Lot sicher und vdlstandig zu 

75 erstarren. 

Nicht dargestellt ist die Entnahme des fertig gelOte- 
ten Chips 1 - oder der mehreren Chips 1 mit genau deti- 
niertem Abstand auf dem Substrat 20 -, wozu der 
Deckel 3 abgehoben werden kann oder die Heizplatte 4 

20 seitlich verschoben werden kann, unter Mitnahme des 
Dichtungsrings 11. 

Die Erfindung betrrfft ein Verfahren zum positions- 
genauen AuflOten von flachigen Halblerterchips (1) auf 
ein Substrat (20), bei dem ein Vakuum (V2) in einem 

25 LOtraum (30) ein Oberteil (3) gegenuber einem Unterteil 
(4) reiativbewegt und die an dem Oberteil (3) seitensta- 
bil gehaftenen - eines Oder mehrere - Chips (1) in das 
erwarmte Lot (9,10) hineindruckt sowie eine Einrichtung 
zum Durchfuhren dieses Verfahrens. Ferner wird Lot- 

30 material zur Anbringung von groBen Halbleiterchips, 
insbesondere Leistungshalbleitern (1), bereitgesteilt, 
mit einem bei einer Schmelztemperatur f lussig werden- 
den LOtbestandteil (9) und einer Vielzahl von KOrnern 
(10), die gegenuber dem Lfltmaterial resistent sind und 

35 eine Schmelztemperatur haben, die hOher liegt, als die 
Schmelztemperatur des Lotbestandteils (9). 

Patentansprflche 

40 1. Verfahren zum positionsgenauen AuflOten (9,10) 
von zumindest einem flachigen Halbleiterchip (1) 
auf einem Substrat (20), bei dem 

(a) durch ein Vakuum (V2) in einem LOtraum 
45 (30) ein Oberteil (3) gegenuber einem Unterteil 

(4) mechanisch zentriert reiativbewegt wird 
(x 1( x 2 ), wahrend das Substrat (20) auf dem 
Unterteil (4) angeordnet ist; 

(b) das zumindest eine Halbleiterchip (1) bei 
so der Relativbewegung an dem Oberteil (3) sei- 

tenstabil gehalten in das erwarmte Lot (9,10) 
hineingedrOckt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das minde- 
55 stens eine flachige Chip (1) ein groBflflchiger Lei- 

stungs-Halbleiter ist. 

3. Verfahren nach einem der obigen AnsprQche, bei 
dem der LOtraum (30) von einem haubenartigen 
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Oberteil (3;3a,3b) gebildet wird, dessen Seiten- 
wande (3b) omen kompr imierbaren Dichtungsring 
(11) unter EinftuB des Vakuums zusammendruk- 
ken, bis der mindestens eine Halbleiterchip (1) 
seine LOtlage mit einem definierten Abstand (10) 
von dem Substrat (20) erreicht hat. 

4. Verfahren nach einem der obigen Anspruche, bei 
dem der LOtraum (30) vor Aufschmelzen des Lotes 

. (9) auf das Substrat (20) mit Schutzgas geflutet 
Oder gespurt wird. 

5. Verfahren nach einem der obigen Anspruche, bei 
dem nach Absenken des mindestens einen Halblei- 
terchips (1) in das Lot (9,10) ein Kuhlgas (B) von 
unten (4c) gegen das Substrat (20) gedrOckt wird, 
urn ein gleichmaBig kuhlendes Luftpolster (5) aus- 
zubilden. 

6. Verfahren nach einem obiger Anspruche, bei dem 
das Substrat (20) test auf dem Unterteil (4), inbe- 
sondere einer darauf angeordneten Heizplatte 
angebracht wird, bevor die Relativbewegung ein- 
setzt, bei der eine sertliche Verruckung von Oberteil 
und Unterteil (3,4) verhindert wird. 

7. Verfahren nach einem der erwahnten Anspruche, 
bei dem der mindestens eine Halbleiterchip (1) in 
Vertikalrichtung elastisch, inbesondere federnd 
nachgiebig, gehatten wird. 

8. Verfahren nach einem der obigen Anspruche, bei 
dem die mechanisch zentrierte Bewegung eine per- 
manent seitlich gefGhrte oder gehaltene Abwarts- 
bewegung des Oberteils in Richtung auf das 
vertikal unbewegte Unterteil (4) ist, zumindest wah- 
rend der Auf lOtphase des Verfahrens. 

9. Verfahren nach einem der obigen Anspruche, bei 
dem verhindert wird, daB das Oberteil und das 

> Unterteil (3,4) zumindest bei ihrer Relativbewegung 
in vertikaler Richtung seitlich verruckbar sind, ins- 
besondere aber eine sertliche Verruckung zugelas- 
sen wird. bei Entnahme des gelOteten Halbleiters 
(1) auf dem Substrat (20). 

10. Vorrichtung zum Ausfuhren des Verfahrens nach 
einem der AnsprOche 1 bis 9, welche Vorrichtung 
beinhaltet: 

(a) ein Oberteil (3;3a,3b) mit einer Aufnahme- 
vorrichtung (2) for Halbleiterchips (1) in den 
Bestuckpositionen; 

(b) eine Einrichtung zum Aufsetzen des Ober- 
teils (3) und zur vorherigen Bestuckung eines 
flachen Unterteils (4) mit einem Substrat (20); 
dadurch gekennzelchnet, daB 

(c) das Unterteil als Heizplatte (4) mit wenig- 
stens einer Offnung (4c) zum Einblasen eines 



Kuhlmediums (B) ausgebildet ist; 
(d) das Oberteil (3) Seiten-Flanschabschnitte 
(3b) hat, die Ober eine temperaturstabile elasti- 
sche Dichtung (11) mit der Heizplatte (4) ela- 
5 stisch in Verbindung stehen, urn eine 

Relativbewegung (x 1t x 2 ) von Oberteil (3) und 
Heizplatte (4) zu erlauben. 

11. Vorrichtung nach Vorrichtungsanspruch 10, bei der 
10 die Aufnahmevorrichtung (2) eine Siliconmatte mit 

LOchern (2c.3c) ist Oder aus Weinen individuellen 
Saugern besteht, urn das Oder die Chips (1) perma- 
nent wahrend des LOtvorgangs seitlich zu fOhren 
oder zu halten. 

15 

1 2. Vorrichtung nach einem der obigen Vorr ichtungsan- 
spruche, bei der der von Oberteil (3) und Unterteil 
(4) gebildete LOtraum (30) Wein hinsichtlich seines 
Volumens ausgebildet ist, indem er eine horizontale 

20 Erstreckung hat, die etwa der GrOBe einer das Sub- 
strat bildenden Leiterkarte (20) entspricht und in 
Vertikalrichtung nur geringfugig hOher ausgebildet 
ist, als fur die Unterbringung von Substrat (20), Lot- 
schicht (9,10) und Chip (1) sowie Chiphalter 

25 (2;2a,2b,2c) erfbrderlich ist. 

13. Vorrichtung nach einem der erwahnten Vorrich- 
tungsanspruche, bei der eine oder zwei Offnungen 
zum Fluten und Abziehen bzw. Spulen mit Schutz- 

30 gas zum LOtraum (30) fuhren. 

14. Lotmaterlal (9,10) zur Anbringung von groBen 
Halbleiterchips (1) insbesondere Leistungshalblei- 
tern (1), nach einem der Anspruche 1 bis 10 oder in 

35 einer Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 0 bis 
13, welches Lot eine bei einer Schmelztemperatur 
f lussig werdenden LOtbestandteil (9) und eine Viel- 
zahl von KOrnern (10) beinhaltet, die gegenuber 
dem LOtbestandteil resistent sind und eine 

40 Schmelztemperatur haben, die hOher als die 
Schmelztemperatur des Lotbestandteils (9) ist und 
im Durchmesser auf einen zu erreichenden 
Abstand zwischen dem Substrat (20) und dem auf- 
zulOtenden Halbleiterchip (1) abgestimmt sind. 

45 

15. Lotmaterial nach Anspruch 14, bei dem die 
Schmelztemperatur der KOrner (10) deutlich ober- 
halb der Schmelztemperatur des Lotbestandteils 
(9) liegt. 

50 

16. Lotmaterial nach Anspruch 14 oder 15. bei dem die 
KOrner Kugeln, insbesondere aus Glas, Kupfer 
oder Silizium sind. 

55 17. Lotmaterial nach einem der Anspruche 14 bis 16. 
bei dem der Anteil der KOrner gegenuber dem LOt- 
bestandteil wenige Gewichtsprozente betragt, ins- 
besondere der Kornanteil unter 20 Gew-% liegt. 
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